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Сурет 2. Толқын ұзындықтары 160 нм болатын фотондармен сәулелендірілген  Li2SO4  

кристаллының фотолюминесценция спектрі 1 – қисық 180 К, 2-қисық 210К, 3-қисық 285К 

температураға сәйкес 

 

Жасалған зерттеулердің нәтижесінде келесі қорытындыларды жасауға болады: 

Максимумы 2,3 эВ болатын бірінші жолақ - энергиясы 4,6 эВ болатын тӛменгі 

энергетикалық фотондармен тиімді қозады. Бұл жолақ тобы рентгендік сәулеленуде де, 

энергиясы 6 эВ болатын фотондармен сәулелендіргенде де - қозбайды. Максимумы 2,24 эВ 

болатын екінші жолақ болса энергиясы 7,7 эВ болатын фотондармен сәулелендіргенде және 

энергиялары 6 эВ болатын фотондармен сәулелендіргенде әртүрлі эффективтілікпен қозады, 

ал рентгенмен қозбайды. 

Бірнеше сәулелену жолақтарының пайда болуы валенттік электрондардың бар болуы, 

яғни  қос S = O және дара S – O байланыста болуымен қатар кристаллографикалық 

бағыттарында кӛрінетін анизатропиясы бар болуымен түсіндіріледі 
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УДК ББК 31.2 Я7 
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ЕСЕП ЖАСАУ 

 

Қҧтыбаев Мейрамбек Мырзабайҧлы 
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Бұл жұмысында электрондық күшейткіштерге, аналитикалық және виртуалдық есеп 

жасадым. Жалпы электрондық күшейткіш пен электрондық генератор электрониканың ең 

негізгі құрлымына жатады. Сондықтан, күшейткіштердің сұлба техникалық құрылымына 
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толық теориялық сараптау және талдау жасадым. Электрондық күшейткіштің бір мысалы 

ретінде, ортақ эмиттерлі күшейткішті алып қарастырдым. Виртуалдық әдіспен зерттедім. 

Оны нақты жағдайға кӛшіріп, жаңа инновацялық моделін құрастырып және техникалық 

мантажын жасадым (1- сурет).  

 

 
Сурет-1. Инновацялық моделдің монтажы. 

 

Ең алдымен осы сұлбаға сәйкес келетін транзистордың тегін (типін) таңдау керек. 

МП39, МП40, МП41 текті транзисторлардың (2N5550) барлық техникалық параметрлері мен 

сипаттамалары біздің мақсатымызға сәйкес келеді: 

1. Біздің мақсатқа жарамды транзистордың типі: МП40 (2N5550) 

2. П40 (2N5550) транзистордың кіpic (а) және шығыс (б) сипаттамаларына талдау 

жасаймыз (2-сурет) 

 

a)
 

мА15.00                        BU 3.00   

мА05.0min                       BU 1.0min           BU k 4.01.05.0         

мА25.0max                       BU 5.0max   

мАk 2.005.025.0   

 
Сурет-2. П40 (2N5550) транзистордың кіpic (а) жане шығыс (б) сипаттамасы. 
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3-сурет 

б)
 

мАk 50                      BU k 40   

мАk 3min                        BU k 2min            BUш 426   

мАk 8max                        BU k 6max   

мАш 538   

 
 

Сурет-3. П40 (2N5550) транзистордың кіpic (а) жане шығыс (б) сипаттамасы. 

 

А режимі үшін жұмыс нүктесінің орнын жүктеме сызығының дәл ортасынан таңдап 

аламыз: 2 а,б -суретте,  mkAI 1500    мәнінде сәйкес BkU 30   және BmBU ЭО 34,0340   

,   
0I  = AmkA 15,0150  үшін 
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Кернеу және ток күші бойынша күшейту коэфициенті: 
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2112 IN kkuk  

 

1-суреттегі күшейткіштің элементтеріне есеп жасайық. 

егер  Bk 10 , АмА 00015.015.0   болса,онда мұндағы коллектордың кедергісі 
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komRRR бkЭ 1                                                                                                               (8) 

RЭkЭ UUU                                                                                                                          (9) 

RЭU  кернеу 21, RR  және ЭR  кедергіге тәуелді: 
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koмR 251   

koмR 102   

 

Біздің кұрастырған күшейткішті Electronics Workbench  багдарламасы арқылы 

зерттейік (4-сурет). 

Виртуалдық зерттеу нәтижесін пайдаланып, кернеу бойынша күшейту коэффициентін 

есептеп кӛрейік: 

 

42
9967,0

184,4


k

ш
U

u

u
k                                                                                             (11) 

Бұдан шығатын қорытынды, біздің теориялық есептеулеріміз, виртуальдық зерттеумен 

сәйкес келді.   

 

 
 

Сурет-4. Біздің кұрастырған күшейткішті Electronics Workbench   бағдарламасы 

 

Демек, шығарған есебіміз дұрыс. Енді ӛзіміз құрастырған күшейткіштің  
kufu    

амплитуда-жиіліктік сипаттамасын анықтайық (1-кесте). 
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Кесте-1. 

, Гц 100 200 500 1000 1500 2000 5000 10000 20000 

,ku  в 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

,шu  в 3,95 4,325 4,484 4,5 4,51 4,52 4,505 4,192 4,1 

Uk  79 86,5 89,68 90 90,2 90,4 90,1 90 90 

 

Қорытынды. Бұл зерттеу жұмысында радиоэлектрониканың ең негізгі элементі 

электрондық күшейткіштің жұмыс принсипіне теориялық талдау жасалынды. 

1. Күшейткіштің сұлбасына аналитикалық есеп жасалынды. 

2. Күшейткіштің бұл схема техникасын, оның жұмыс принсипін кампютерлік, 

виртуалдық әдіспен зерттедім. 

3. Аналитикалық және виртуалдық зерттеуді практикамен салыстырдым. Ол үшін 

аналитикалық есеп бойынша күшейткішті практика жүзінде қолдан жасап шығардым. 

4. Осылайша- бұрын соңды ешқайда жасалынбаған жаңа иновациялық зертханалық 

қондырғысын жасап шығардым. 
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